
Transistor JFET (Junction Field Effect Transistor)
 

                                              

 

Canale tipo  (lunghezza ), annegato in un substrato di tipo :
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Gate: Strato 

Giunzione fra gate e canale, usata  sempre in pol. inversa
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Profilo di concentrazione nel canale per  generica  0
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Forma del profilo in funzione di  per 0:DS GSV V =  

                                

In realta’, struttura 2D nella maggior parte dei casi: 

                                             

 

→2 giunzioni → 2 strati di svuotamento 
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Caratteristica del JFET:

      normalizzate a , 

Ricostruzione:

Potenziale lungo il canale: funzione di ,  fra 0 e 
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Resistenza controllata dalla tensi
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Regione di saturazione

Per ogni dato  esiste tensione  oltre la quale   

1    corrente di saturazione
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Caratteristiche simili a quelle di un OK per amplificazione

Controllo in tensione ( ) invece che in corrente ( )

Impedenza di ingresso  elevata ( giunzione pol. inversamente)
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Curva caratteristica mutua di corrente con Vds=5V

Caratteristiche  rilevate da uno studente  20 anni fa:
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Modello del  per piccoli segnali:

  transconduttanza
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 bassa frequenza:

               giunzione polarizzata inversamente

 non idealita' del drain come gen. di corrente

Circuito equivalente per piccoli segnali:
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Schema piu' semplice per polarizzazione:  
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Comportamento ad alta frequenza dominato da:

capacita' giunzioni 

(tutte polarizzate inversamente: niente cap. di diffusione)

+

parassitici
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